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요약

본 발명은 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널에 관한 것으로, 비아 건식에칭시 오버 에칭의 정도에 관
계없이 알루미늄 기저 금속과 픽셀 전극과의 직접 접촉을 방지할 수 있도록 함으로써 선택도 및 접촉특성을 향상시킨 
선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널을 제공함에 그 목적이 있다.

본 발명은 유리기판의 상면에 형성되며, 그 상하면에 상부 버퍼 및 하부 버퍼층이 형성된 알루미늄 기저금속이 게이트 
레이어로 구성되며; 상기 게이트 레이어의 상면에 제 1 픽셀 레이어가 증착되고; 그 상면에 제 2 픽셀 레이어가 증착되
는 것을 특징으로 하고, 상기 게이트 레이어의 상면에 형성되는 제 1 픽셀 레이어는 비아홀 드라이 에칭시 상기 게이트 
레이어의 알루미늄 기저 금속과 그 상면의 제 2 픽셀 레이어와의 직접 접촉을 방지하도록 블록킹하게 된다.

본 발명을 적용하면, 비아 건식 에칭시 오버 에칭의 정도에 상관없이 알루미늄 기저 금속과 픽셀 전극과의 직접 접촉을 
방지할 수 있다는 것이다. 또 다른 효과는 비아홀을 에칭하는 데 선택의 폭이 향상된다는 점이다. 습식 에칭뿐 아니라 
건식 에칭의 경우 절연층과의 선택도 문제로 인하여 버퍼층을 두껍게 하여야 했던 제약사항을 개선하였고 또한 버퍼층
이 두꺼움에 따라서 제어하기 어려웠던 게이트 프로필 제어가 용이하여 졌고 버퍼층의 두께를 최소화하여도 된다는 것
이다.
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대표도
도 2b

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a, 1b는 종래의 액정 디스플레이 패널을 나타내는 도면,

도 2a는 본 발명의 일실시예에 따른 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널을 나타내는 평면도,

도 2b는 본 발명의 일실시예에 따른 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널을 나타내는 측면도이다.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

2a, 2c:상/하부 버퍼레이어, 2b:알루미늄기저금속,

4:제 1 픽셀레이어, 4':블록 레이어,

6:절연층, 8:제 2 픽셀레이어,

10:비아홀.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널에 관한 것으로, 보다 상세하게는 오버에칭의 정도에 관
계없이 알루미늄 기저 금속과 픽셀 전극과의 직접 접촉을 방지할 수 있게 한 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플
레이 패널에 관한 것이다.

주지된 바와 같이, 박막 액정 디스플레이(LCD; Liquid Crystal Display)는 휴대형 단말기기의 정보 표시창, 노트북 
PC의 화면표시기, 랩탑 컴퓨터의 모니터, 최근에 각광 받는 평판 모니터 등의 정보표시장치로 사용되고 있다. 특히 액
정 디스플레이는 기존의 브라운관형 모니터(CRT)를 대체할 수 있는 디스플레이장치로 산업상 그 활용도는 매우 높으
며, 그 기술의 발달로 인한 응용분야가 점차 증가되고 있는 실정이다.

그러나, 상기한 액정 디스플레이 패널은 그 내부의 투명전도막(ITO, IXO 등)과 알루미늄 기저 금속(AL BASED ME
TAL)과의 직접 접촉시 접촉 저항의 증가로 인하여 패널의 신뢰성의 문제가 발생되므로 이를 해결하기 위한 다양한 방
법이 제시되었다.

다양한 방법중 가장 적절한 방법으로 제시된 것은 알루미늄 기저 금속(AL BASED METAL)의 상면에 버퍼 레이어(M
o, Cr, Ti, Ta 등)를 사용하여 투명 전도막과의 직접 접촉을 방지하는 것이다.

그러나, 상기한 방법은 다음과 같은 한계점이 발생하였다.

첫째, 힐락 발생 억제와 비아홀 건식 에칭시 버퍼 레이어의 제거로 인한 투명 전도막과의 직접 접촉방지를 위하여 버퍼 
레이어의 두께를 증가시켜야 되는 문제가 있다.
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둘째로는 상기 버퍼 레이어의 두께 증가로 인해 에치 프로필의 제어가 난이하다. 셋째는 비아홀 패턴 형성시 건식 에칭
시에는 버퍼 레이어와 절연체간의 선택도 확보가 어려워 얇을 경우 완전히 제거되어 투명 전도막과의 직접 접촉되는 등 
에칭 모드에서의 제약성이 생기게 된다.

즉, 기판이 고정세화, 대형화함에 따라서 게이트 메탈로 알루미늄 기저 금속을 사용하게 된다. 게이트 메탈로 알루미늄 
기저 금속을 사용하는 데 있어서 가장 큰 문제점이라고 생각되는 것이 열적 처리과정에 의한 힐락 발생과 픽셀 전극으
로 사용되는 투명 전도막과의 직접 접촉으로 인한 접촉저항의 상승을 들 수 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 알루미늄 기저 금속위의 버퍼 레이어(Mo, Cr, Ti, Ta 등)를 증착하여 힐락 발생을 억
제하고 투명 전도막과의 직접 접촉을 방지하였다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 버퍼 레이어를 사용하는 데도 상기에서 설명한 몇가지 문제점을 드러내고 있고 특히 본 발명에서는 비아홀 에
칭시 제약사항이었던 비아홀 건식 에칭시 버퍼 레이어의 두께가 얇을 경우(버퍼 레이어의 두께가 두꺼울 경우에는 에치 
프로필 제어의 어려움) 버퍼 레이어의 완전한 제거로 인하여 투명 전도막과의 직접 접촉을 유발하는 문제점이 발생되게 
된다.

즉, 도 1a 및 1b에 도시된 바와 같이, 비아홀(10) 건식 에칭시 선택도의 미확보로 인하여 탑 버퍼층(2c)의 완전한 제
거로 알루미늄 기저 금속(2b)이 드러나고 따라서 픽셀전극(8)과의 직접 접촉이 발생되게 되는 문제가 있다.

본 발명은 상기한 종래 기술의 사정을 감안하여 이루어진 것으로, 비아 건식에칭시 오버 에칭의 정도에 관계없이 알루
미늄 기저 금속과 픽셀 전극과의 직접 접촉을 방지할 수 있도록 함으로써 선택도 및 접촉특성을 향상시킨 선택도 및 접
촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널을 제공함에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면 유리기판의 상면에 형성되며, 그 상하면에 상부 버
퍼 및 하부 버퍼층이 형성된 알루미늄 기저금속이 게이트 레이어로 구성되며; 상기 게이트 레이어의 상면에 제 1 픽셀 
레이어가 증착되고; 그 상면에 제 2 픽셀 레이어가 증착되는 것을 특징으로 하는 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디
스플레이 패널이 제공된다.

바람직하게, 상기 게이트 레이어의 상면에 형성되는 제 1 픽셀 레이어는 비아홀 드라이 에칭시 상기 게이트 레이어의 
알루미늄 기저 금속과 그 상면의 제 2 픽셀 레이어와의 직접 접촉을 방지하도록 블록킹하게 되는 것을 특징으로 한다.

더욱 바람직하게, 상기 버퍼 레이어의 두께는 50∼1000Å인 것을 특징으로 하는 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디
스플레이 패널이 제공된다.

이하, 본 발명에 대해 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

뉴 게이트 메탈(New Gate Metal; 버퍼 레이어를 포함하고 있는 알루미늄 베이스 메탈)공정과 비아홀 건식 에칭 공정
을 혼합한 18.1" 이상의 FFS 모드에서 비아홀 건식 에칭시 탑 버퍼 레이어와 절연체간의 선택도 확보가 어려워 버퍼 
레이어의 불균일한 제거 및 완전한 제거로 인하여 제 2 픽셀 레이어와 알루미늄 베이스 메탈과의 접촉특성을 저하하게 
된다.

이로 인하여, 실제로 존재하지 않는 다량의 디펙트(어레이 테스트시 인비저블 데이터의 오픈)이 발생하게 되며 패널의 
신뢰성을 저하하게 된다.

따라서, 도 2a 및 2b에 도시된 바와 같이 본 발명에서는 제 1 픽셀 레이어(4')와 게이트 메탈(2)의 진행 시퀀스를 변경
하고, 제 1 픽셀 레이어(4') 재질의 변경, 제 2 픽셀 레이어(8)와 게이트 메탈 레이어(2)가 직접 접촉되는 부위에 블록
킹 레이어(게이트 메탈위: 4')를 추가하여 비아홀(10) 건식 에칭시 선택도를 향상시키게 된다.
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즉, 본 발명에서는 상기 제 1 픽셀 레이어(4')와 게이트 메탈(2)의 진행 시퀀스를 변경한다.

기존의 FFS 모드에서는 제 1 픽셀(4) 패턴형성 후 게이트 메탈(2)의 패턴을 형성하였으나 본 발명에서는 제 1 픽셀 
레이어(4')로 게이트 메탈(2)을 블록킹해야 하므로 진행 시퀀스를 변경하여야 한다.

이때, 상기 블록킹은 노말 FFS의 경우의 비아 건식 에칭시 캡(CAP) 메탈의 제거로 인하여 제 2 픽셀 레이어(8)와 알
루미늄 기저 메탈(2b)과의 직접 접촉이 되므로 게이트 패턴(2)을 형성하고 제 1 픽셀(4') 진행시 제 2 픽셀(8)과 게
이트 메탈(2)이 직접 접촉되는 부분(패드부, ESD부)의 게이트 메탈(2)을 덮어주는 것을 의미하는 것이다.

상기한 바와 같이, 비아홀 건식 에칭시 선택성이 향상되게 된다. 다시말해 충분한 오버 에칭의 적용이 가능하게 된다.

또한, 상기 제 1 픽셀 레이어(4')가 게이트 메탈(2)을 덮어주므로 인하여 충분한 오버 에칭을 진행하여도 무관하게 되
며, 상기 제 1 픽셀 레이어(4')와 게이트 메탈(2)의 진행 시퀀스 변경으로 게이트 메탈이 알루미늄 기저 메탈(2b)인 
경우 제 1 픽셀층(4')을 패터닝시 어택(attack)이 우려되므로, 상기 제 1 픽셀(4')의 재질을 ITO에서 IXO로 변경한다.

    
한편, FFS 모드에서는 상기 제 1 픽셀 레이어(4')의 패턴 형성후 게이트 메탈(2) 특히 기판이 대형화함에 따라 알루미
늄 기저 금속(2b)의 상하부에 버퍼 레이어(2a, 2c)를 사용한 바, 이와 같은 FFS 모드에서는 비아홀(10) 건식 에칭시 
상부 버퍼 레이어(2c)의 두께가 얇을 경우 버퍼층(2a, 2c)과 절연층(6)간의 선택도의 완전한 확보가 어려우므로 탑 
버퍼 레이어(2c)의 제거로 제 2 픽셀 전극(8)과의 직접 접촉을 유발하였다. 여기서, 상기 버퍼 레이어의 두께는 50∼
1000Å이 되게 한다.
    

따라서, 본 발명은 게이트 메탈(2)로 제 3 레이어(최저 버퍼층/알루미늄 기저 금속/최상 버퍼층; 4')를 사용하지 않고
도 상기와 같은 직접 접촉을 방지할 수 있는 방법을 제시하고자 한다.

    
본 발명은 게이트 패터닝을 먼저 형성한 후에 다음으로 제 1 픽셀 레이어(4')를 형성하고 또한 게이트 메탈(2)이 드러
나는 부분(게이트 메탈과 소스/드레인을 제 2 픽셀(8)로 묶기 위해 비아홀(10)을 형성하였는 곳)을 제 1 픽셀 레이어
(4')로 블록킹을 실시함으로 하여 비아홀(10) 건식 에칭시 선택도{게이트 메탈(2)과 절연층(6)에서 최상 버퍼층(2c)
}에 상관없이 오버 에칭을 충분하게 진행할 수 있으며 비아홀(10) 에칭 공정상에서 그동안 제약사향이었던 여러 가지 
파라미터의 선택의 폭이 넓어지게 된다.
    

또한, 기존의 경우에는 제 1 픽셀(4)과 제 2 픽셀 레이어(8)와 알루미늄 기저 금속(2b)과의 직접 접촉을 방지하기 위
하여 알루미늄 기저 금속(2b) 상하부에 버퍼 레이어(2a, 2c)를 사용해 온것과는 달리 BI 레이어 구조의 적용도 가능하
게 된다.

또한, 제 2 픽셀(8)과 알루미늄 기저 금속(2b)이 접촉되는 부분의 패드부의 접촉 저항도 두께가 증가함으로 인해 그에 
비례하여 감소하게 된다.

이러한 여러 가지 관점에서 볼 때 상기와 같은 블록킹 레이어(4';제 1픽셀레이어)의 적용과 시퀀스의 변경, 픽셀 전극
의 변경으로 비아홀 건식 에칭시 선택도 확보의 문제 해결과 알루미늄 기저 금속과 투명 전도막과의 직접 접촉을 방지
할 수 있다.

본 발명을 다시 정리하면, 본 발명에서는 게이트 스텝이 제 1 픽셀 이후이므로 커버링이 가능하며 또한 시퀀스의 변경
에 따라서 BI 레이어 뉴 게이트 메탈의 적용도 가능하다.

또한, 비아홀(10) 건식 에칭시 오버 에칭에도 관계없이 탑 버퍼층(2c)의 어택이 발생하지 않으므로 제 2 픽셀층(8)과
의 직접 접촉이 발생하지 않는다.
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즉, 본 발명에서는 게이트 레이어(2)의 패터닝 다음으로 상기 제 1 픽셀 레이어(4')의 패터닝이다. 따라서, 본 발명에
서는 블록킹 레이어(4')의 적용이 가능하고, 제 1 픽셀 레이어의 변경이 가능하다.

종래의 FFS는 BI 레이어의 적용이 불가능함에 반하여 본 발명에서는 BI 레이어의 적용이 가능하다.

한편, 본 발명의 실시예에 따른 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널은 단지 상기한 실시예에 한정되는 
것이 아니라 그 기술적 요지를 이탈하지 않는 범위내에서 다양한 변경이 가능하다.

    발명의 효과

    
상기한 바와 같이, 본 발명에 따른 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널은 비아 건식 에칭시 오버 에칭의 
정도에 상관없이 알루미늄 기저 금속과 픽셀 전극과의 직접 접촉을 방지할 수 있다는 것이다. 또 다른 효과는 비아홀을 
에칭하는 데 선택의 폭이 향상된다는 점이다. 습식 에칭뿐 아니라 건식 에칭의 경우 절연층과의 선택도 문제로 인하여 
버퍼층을 두껍게 하여야 했던 제약사항을 개선하였고 또한 버퍼층이 두꺼움에 따라서 제어하기 어려웠던 게이트 프로
필 제어가 용이하여 졌고 버퍼층의 두께를 최소화하여도 된다는 것이다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

유리기판의 상면에 형성되며, 그 상하면에 상부 버퍼 및 하부 버퍼층이 형성된 알루미늄 기저금속이 게이트 레이어로 
구성되며;

상기 게이트 레이어의 상면에 제 1 픽셀 레이어가 증착되고;

그 상면에 제 2 픽셀 레이어가 증착되는 것을 특징으로 하는 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 상기 게이트 레이어의 상면에 형성되는 제 1 픽셀 레이어는 비아홀 드라이 에칭시 상기 게이트 레이
어의 알루미늄 기저 금속과 그 상면의 제 2 픽셀 레이어와의 직접 접촉을 방지하도록 블록킹하게 되는 것을 특징으로 
하는 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 디스플레이 패널.

청구항 3.

제 1 항에 있어서, 상기 버퍼 레이어의 두께는 50∼1000Å인 것을 특징으로 하는 선택도 및 접촉특성이 향상된 액정 
디스플레이 패널.
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摘要(译)

本发明涉及一种道路和接触性得到改善的液晶显示面板，选择，选择性
和通过使得能够防止铝基底金属的直接接触，并且所述像素电极，无论
程度的接触性过蚀刻通过干蚀刻在所述本发明的目的是提供一种选择性
和接触特性得到改善的液晶显示板。 一种铝基底金属，具有形成在玻璃
基板的顶表面上的上缓冲层和下缓冲层，该缓冲层由栅极层构成;第一像
素层沉积在栅极层的顶表面上;其中，形成在所述栅极层的顶部沉积在其
上表面上的第二像素层，并且所述第一像素层是直接在通孔干蚀刻金属
栅极层的铝基材和所述第二像素层的上表面上从而阻止了接触。 根据本
发明，无论通孔干蚀刻中的过蚀刻程度如何，都可以防止铝基底金属和
像素电极之间的直接接触。另一个效果是改善了蚀刻通孔的选择。湿法
蚀刻，以及干式蚀刻的情况下，绝缘层的选择也必须改善必须更厚由于
问题也有缓冲层是在一个简单的困难栅极轮廓控制按照控制厚最小化所
述缓冲层的厚度的缓冲层的约束是的。   - 1 -   图2b
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